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i 層アモルファス Si の評価において，光誘起欠陥密度に飽和値があることを見いだしそれが信頼性の高い材料
評価指数になり得ること，飽和値がテイル準位よりもむしろ水素量に深くかかわることを明らかにした。ここで欠陥





光照射によるアニール効果が存在することを見いだしこれらをアモルファス Si 内の Si-H 2結合に起因するダング
リングボンドを想定したネットワークモデルを用いて説明できた。
以上の研究成果はアモルファス Si 太陽電池の高効率・高信頼性化のための基礎研究および実用化技術に貢献する
ところが多大であり，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
